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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业与信息化部提出。
本文件由全国半导体器件标准化技术委员会(SAC/TC78)归口。
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半导体集成电路

PWM控制器测试方法

1 范围

本文件描述了半导体集成电路脉冲宽度调制(PWM)控制器(以下简称器件)参数测试方法。
本文件适用于半导体集成电路领域中PWM控制器参数的测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
GB/T17940—2000 半导体器件 集成电路 第3部分:模拟集成电路

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 基准源单元

3.1.1
基准电压 referencevoltage
在规定的电源电压和负载电流下,基准源的输出电压。

3.1.2
电压调整变化量 voltageregulation
在规定的负载电流下,基准源输出电压随电源电压的变化量。

3.1.3
电流调整变化量 currentregulation
在规定的电源电压下,基准源输出电压随负载电流的变化量。

3.1.4
基准电压温度系数 referencevoltagetemperaturecoefficient
基准电压随环境温度的变化率。

3.1.5
输出电压总体变化范围 outputvoltagetotalvariation
在规定的工作条件下,基准源输出电压随温度、电源电压和负载电流的总体变化范围。

3.1.6
输出噪声电压 outputnoisevoltage
基准源内部产生的输出噪声电压。

3.1.7
输出短路电流 outputshortcircuitcurrent
在规定的电源电压下,基准源输出对地短路时的电流。
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